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１．概要（Summary） 

スコッチテープを用いて黒鉛を機械的に剥離する事で、

グラフェンが得られる事が報告されて以来、新規な二次元

材料の合成や物性評価に関する研究が盛んに行われる

ようになった。特に、単層化により電子状態がバルク体と

比較して劇的に変化する点で、新規な材料創製の手法と

して注目を浴びている。黒鉛と同族元素である、Si, Ge, 

Sn などでは、黒鉛のような層状構造をとることができない

ため、直接剥離することは困難である。一方、アルカリや

アルカリ土類金属との合金（例えばジシリサイド）に注目す

ると、層状構造を有する物質が存在する。代表的な Zintl

相の一つである CaSi2 は、二次元のシリコン層の層間に

カルシウムが挿入された構造である（Fig. 1）。最近、この

結晶内のシリコン層が見かけ上

の質量がゼロとなる電子状態を

持つことが明らかにされ[1]、超

高速電子デバイスへの応用が

期待されている。また、カルシ

ウムの選択的なフッ素化により、

フッ化カルシウムにサンドイッチ

された二層構造のシリセンが生

成する事も報告されている[2]。 

そこで、本課題ではデバイス

化を目指して、CaSi2 エピ膜を

ドライエッチングによるメサ構造

（島状）の形成を検討した。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

 レーザー露光装置 

 酸化膜ドライエッチング装置 

 化合物ドライエッチング装置 

 多目的ドライエッチング装置 

 

３．結果と考察 （Results and Discussion） 

エッチングガスには、CHF3、CF4、SF6、Cl2 を用い、

ICP有り、無しの条件で CaSi2エピ膜のエッチング性を評

価した。その結果、CHF3 ガスを用いた場合のみ、良好な

エッチング形状を得ることができた（Fig. 2）。シリコンはフ

ッ素系ガスのエッ

チングが可能であ

るが、CaSi2 では

反応系内に水素

が必要であること

が判った。 

 

 

 

４．その他・特記事項（Others） 

本実験に際し、大里啓孝様に多大なご協力を頂きまし

たことを感謝いたします。 
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Fig.1 Crystal structure of 
CaSi2. 

（Yellow：Si、Green：Ca） 

Fig.2 Cross section of CaSi2 thin film. 


